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教育和工作经历

2016 美国杜克大学化学系高级访问学者

2015-至今厦门大学物理科学与技术学院，半导体光电子材料与高效

转换器件协同创新中心，教授博导

2013 兼任台湾大学电机系、光电资讯工程研究所，客座副教授。

2011-2012 厦门大学物理学系、半导体光子学研究中心，副教授。

2009-2010 兼任法国里昂第一大学，凝聚态及纳米材料研究中心，

博士后研究员。

2008-2009 葡萄牙国立科英布拉大学物理学系，计算物理研究中

心，博士后研究员。

2007-2008 台湾大学物理学系，博士后研究员。

2006 厦门大学物理学系凝聚态专业，理学博士。
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科研基金

国家重点研发计划，“固态紫外光源量子应变体系结构设计与机理研”

国家自然科学基金， “核壳结构合金Cu纳米线合成及AlGaN基深紫外

LED透明欧姆电极研究”

国家自然科学基金，“AlGaN 基量子阱的界面陡峭技术及其增强量子

限制效应”
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任教课程

《LED与光伏系统》专业选修课程、《半导体中的缺陷》专业选修

课程、《半导体科学与技术讲座》专业选修课程、《国剧赏析》全

校性通识课程、《行止天涯》全校性通识课程
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